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はじめに 光学的、機械的特性に優れ、しかもポリイミド（PI, polyimide）よりも安価なポリカーボネート

（PC, polycarbonate）は低温多結晶（poly-, polycrystalline）Si薄膜のポリマー基板として適している。特に

PCはDVD（digital versatile disc）やCD（compact disc）の材料として用いられているなど光学的特性に関

して非常に優秀であり、また異方性がないため、LCD（liquid crystal display）や太陽電池材料として非常に

魅力的である。我々は市販のPC基板上へのpoly-Si薄膜成長、並びにデバイス化に成功した[1, 2]。また、

PC 基板上における poly-Si 結晶粒の大粒径化を現在おこなっている。本研究の目的は PC 基板上の低温

poly-Si薄膜の内部応力に関し調査をおこなうことである。 

実験方法 PC基板（帝人SS120）上にRFマグネトロンスパッタリング法により100 nm形成したSiO2層

の上に、非晶質（a-, amorphous）Si薄膜をDCスパッタリング法により 300 nm蒸着した。ターゲット中の

ドーパント、DC出力、基板温度、到達真空度 はそれぞれホウ素, 150 W、室温、＜10
-6
 Paであった。SS120

のガラス転移点、線膨張係数（CTE, coefficient of thermal expansion ）、180℃での熱収縮率はそれぞれ 215℃、

70 ppm、<0.01%である。a-Si薄膜へNd:YAGレーザの第2高調波（=532 nm）を室温、空気中において繰

り返し周波数11 Hz、パルス持続時間 5 ns（FWHM）、エネルギー密度 200～266 mJ/cm
2、ショット数 100

ショットの条件で照射することで結晶化をおこなった。 

結果と考察 図1はpoly-Si薄膜のラマンスペクトルを示す。条件は（a）エネルギー密度200、及び（b）

266mJ/cm
2、100ショットである。（a）、（b）いずれの場合もpoly-Si薄膜を表面として、上に凸の反りを生

じている。この状態を Freeとし、反りを伸ばした状態をTensionとする。Freeの状態の場合のラマンピー

クシフトは単結晶Siと同様のほぼ 521 cm
-1であることから、poly-Si薄膜の内部応力は、上に凸に基板が反

ることで緩和する。一方、エネルギー密度の増大により、Free 及び Tension におけるラマンピークシフト

の差も増大する。これは、レーザ照射時に poly-Si薄膜に生じる応力に依存するものと考えられる。 
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図1 poly-Si薄膜のラマンスペクトル 

（a）エネルギー密度200、及び（b）266 mJ/cm2、100ショット 

(a) (b) 
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